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【はじめに】GaN 系窒化物半導体のパワーデバイスへの応用、LED 分野における更なる普及のためには、高品質

かつ安価な GaN ウエハが必要とされ、バルク GaN 単結晶への期待は近年ますます高まっている。GaN 結晶バル

ク化を目指し、アモノサーマル法で作製した GaN基板上にHVPE成長を行う等、様々な手法でホモエピタキシャ

ル成長が試みられているが、製法の違いによる格子不整合が生じ、反りやクラックが発生するといった問題が報

告されている[1]。 本研究室では、Naフラックスポイントシード法を用いて大口径かつ低転位 GaN基板を作製し

ている[2]。本 GaN結晶をシードとして用い、気相成長によりバルク化する場合においても、格子定数の均一化及

びその制御は非常に重要である。そこで、本研究では放射光 X 線を用い、Na フラックス法で作製した GaN 結晶

の格子定数を測定し、格子定数を均一にする成長モードを明らかにしたので報告する。 

【実験と結果】Naフラックス法で作製した GaN結晶を a面及び c 面に平行にスライスした後（図 1）、放射

光施設 SPring-8 BL24XU B1 ハッチにて逆格子マッピングを行い、格子定数を測定した。図 2に示すように

ポイントシードから c面及び{10-11}面で成長した 2種類のセクターの a軸及び c軸の格子定数を測定した結

果、{10-11}面成長セクターの格子定数が c面成長セクターに比べ大きく、ばらつきも大きいことが明らかに

なった。結晶格子体積の拡張は、酸素不純物によって引き起こされると Van de Walleによって報告されてい

る[3]。そこで各成長セクターの酸素不純物濃度を二次イオン質量分析法（SIMS）により調査した。各成長

セクターの a 軸格子定数と酸素濃度の関係（図 3 に示す）より、{10-11}面成長セクターにおける酸素濃度

が c 面成長セクターに比べ高くなっているのに加え、酸素濃度が高いほど格子定数が大きくなることが明ら

かになった。以上より、全面が c 面で構成される成長モードが格子定数を均一化し、Na フラックス法成長

GaN 結晶上に気相法でバルク成長する際には、有用であることが示唆された。 
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Fig. 1 Na-flux GaN wafers 

sliced parallel to (a) a- and 

(b) c-axis. 

Fig. 2 Lattice constants of a- and c- axis 

measured in the c- and {10-11}-growth 

sectors. 

Fig. 3 The relationship between lattice constants 

of a-axis and oxygen concentration in c- and 

{10-11}-growth sectors. 
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